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Este invento se refiere a cireuitos de conirol.
de ganancia (o amplificacidn) y, mds particularmente, a
cireuitos automdticos de 6ontrol de ganancia adecuados pa
ra ser usados en receptores de gefiales que empleen tran——
sistores de efecto de campo de puertas miltiples como ele-
mentos éctivos de los mismos.

Los receptores de sefiales se proveen generalmen
te de un sistema de control automitico de la ganancia ——

{(CAG) para mantener el valor de la sefial, aplicada a un -

pagso detector de los mismos, sustancialmente constante, a
pesar de una gama relativamente amplia de variaciones en

el valor de la seflal recibida., En un recepior de televi—- :

smon, por ejemplo, el sistema CAG opera para reducir la -

& de frecuencia intermedia (FI) cuando aumenta el valor de;

i

b
‘wanancia de los amplificadores de radio-frecuencia (RF) - ;

;a sefial recibida. Para obtener la mejor relacién de sefial.
; ruido para un receptor dado, para las sefiales mds débi- :

i
ies a recibir, la accidén de control de la ganancia sobre -:
91 amplificador de RF se retarda usualmente de modo que eli

seﬁales recibidas de bajo valor. Cuando el valor de la se—§

amplificador de RF opere a plena ganancia para una goema de,

fial aumenva suficicntemente, el retardo de CAG sobre el - ;

amplificador de RT' se supera y se reduce la ganancia de -

anbos amplificadores de RF y FI, |
Los transistores de efecto de campo de puertu -

mulblple tienen dos o mds electrodos de puerta ademds de -
los de fuente, salida y substrato. Estos transistores fie-.
hen caracteristicas atrayentes que parecen prometedoras - |
bara muchag aplicacliones de circuitos. Algunas de estas ——;

y

caraeterlstlcas son: (1) alta impedancia de entrada, (2) -

; -2- %
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baja modulacién transversal, (3) poco ruido y (4) apbitucg
gimplificada pare acoplo directo,

Al usar un trangistor de efecto de campo de =
puertas miltiples como amplificador de radio-frecuencia
0 de frecuencia intermedia con control de gananciz, es -
‘deseable aplicar la sefial de RF o de FI al primer electro
do de puerta y el voliaje de CAG al segundo electrodo de
puerta. Se entenderd que el primer electrodo de puerta -
estd fisicamente mds cerca del electrodo de fuente que -
el segundo electrodo de puerita. Bs caracteristica del ——

transistor de efecto de campo de puertas aisladas milti-

ples operado como tal, una gama de volitajes de control —-
‘aplicados al segundo electrodo de puerta sobre la cual el
dispositivo exhilke una regidn de ganancia aproximadamente

constante desde el primer elcclrodo de puerta al electro-

‘do de salida.

!

§ Se ha visto que, con el segundo electrodo de -
‘puerta del transistor de efecto de campo de puertas 2is-

|
ladas polarizado en una direccidn de polaridad que dé ga-

B

|nancia méxima, el dispositivo exhibe una regidn de ganan-
icia aproximadamente constante cuando el voltaje aplicado

;al segundo electrodo de puerta es aumentado todavia en -
;dicha direccidén de polaridad. Sobre esia regién, la trang
ieonductancia (gmz) de la segunda puerta hasia el electro-
ido de salida es sustancialmente cero, y no afecta en esen
%eia a la transconductancia (gm1) del primer electrodo de -
?puerta. '

El presente invento utiliza la caracteristica -

| .
‘de transconductancia de la segunda pueria de un transistor

de efecto de campo de puertas aisladas miltiples para pro

!

P,
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sistor como elemento activo del mismo, un sistem2 de con

trol automdtico retardado de ganancia, Ademds, se crea un
sistema perfeccionado de control automdtico de ganancia

para rgceptores de sefiales de radio gque incluye un tipo

de accidén de control retardado de la ganancia sobre un -
paso amplificador @e radio~frecuencia. Se describe un —-
sistema automdtico perfeccionado de control de ganancia -
para receptores de seflales de radio en que una pluralidad
de pasos de transistor de efecto de campo de puertas ais-
ladas miltiples en cascada se controlan conjuntamente —m—

desde un manantial de control de ganancia automdtico co~—}

min para proporcionar cambios controlables de la ganancia

en cada uno de la pluralidad de pasos de transistor,
Puede construirse un receptor de tslevigidn que

utilice el sistema perfeccionado de control avtomdtico - |

|
-que la curva de respuesta de frecuencia de la seccidn de

de la ganancia segin describimos en esta Memoria de modo

, i
FI del receptor sea desplazada en condiciones de sefial - |

dévil en favor de la frecuencia de la portadora de FI de

video,

Un eircuito que incorpore el invento incluye -

X e e s Aar s A Anm———— o b

;uno o mds pasos de fraslado de las sefiales que comprenden |
§
H

| dispositivos transistores de efecto de campo de puerta - !

. doble, Heniendo dichos dispositivos transistores una ca- !
‘racteristica de ganancia en funcién del voltaje del se——

;gundo electrodo de puerta en la que la ganancia de dicho :

m—

: paso es sustancialmente constante sobre una primers game

[ de voltajes del segundo electrodo de puerta, y en el cual
f
- la ganancia de dicho paso disminuye sobre una segunda ga-

. "_4—



10

15

20

25

de la ganancia a dicho segundo electrodo de puerts del -

diendo dicho sistema una fuente de voliaje de control de

la ganancia que aumenta en una direccién de polaridad —-—
predeterminada en respuesta a aumentos en el valor de -

una sefial recibida, estando caracterizado por medios pa-
ra polarizar dicho transistor en dicha primera game. de -~
voltajes de segundo electrodo de puerta; por medios de -

circuito que acoplan dicha fuente de voltaje de control

transistor a una magnitud tal que se haga que el voltaje
sobre el mismo varie sobre dicha primera y dicha segun-
da gamas, respecvivamente, en respuesta @ aumentos en sl
valor de las geflales aplicadas & dicho circuito de en—-—
trada,

El invento se comprenderd mejor por la siguien
te descripcidn leida conjuntamente con los dibujos adjun

tos, en Los cuales:

Las figs. la y 1b son diagramag esquemdticos
de circuito parcialmente en forma de bloques del extre-
mo delantero de un receptor de televisidn incluyendo el !
gintomizador, y sus pasos de FI, y que incorpora el pre

sente invento; ¥y

las figs, 2a 3y 2b ilustran la caracteristica
global de respuesta de paso de banda de la seccidn am~
plificadora de PIL del receptor en condiciones de ganan--
cia minima y mdxima, respectivemente.

Con referencia, ahora, a los Aibujos, Y par-
ticularmente a la fig. la, los circuitos mostrados en -
'ella son representativos del amplificador 10 de radio~-

frecuencia, del paso mezclador 12 y del paso oscilador

-5 -
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14 que comprenden en general el sintonizador de un recep &ff

tor de televisidn. Un par de terminales de entrada 16 -

que estdn destinados a conexidn & una antena (no mostra-
da) para recibir una sefial de televisidn, estdn tambidn

5 conectados al circuito de entrada desequilibrado del aﬁp
plificador 10 de RF a través de un transformador balun -
(equilibrio-desequilibrio) 18 y un circuito supresor 20,
todog los cuales estdn indicados por el rectdngulo de =

trazos 22, El circuito supresor 20 estd acoplado a un -

10 selector de sintonia 24 que, como comprenderdn los ex-—

-

pertos, incluye un sistems de conmutacién para una plura '

lidad de elementos reactivos para gintonizar el receptor%

& los diferentes canales de TV en los cuales se desee -
' la recepecidn. El selector de sintdénia 24 incluye cuatro

15 partes diferentes de circuitos de sintonizacidn, habién-

dose mostrado sdlo las representativas, para sintonizar

la entrada y la salida del amplificador de RF 10, la en-

D

trada del mezclador 12 y el oscilador loéal 14.

El amplificador de RF 10 incluye un transistor |

20 26 de efecto de campo de puertas aisladas que tiene ==
: electrodos de fuente, primera pusrta, segunda puerta y _%
§ salida 28, 30, 32 y 34, respectivamente, y un electrodo §
de substrato 36. En la realizacién ilustrada, el tran--
sistor 26 de efecto de campo es de un tipo mencionado qgg
25 é mo transistor de puerta doble aislada de canal N, :
El transistor 26 estd conectado en configura- E
cibén de electrodo de fuente comin con el electrodo de - ;
sustrato 36 conectado al electrodo de fuente 28 y con el:

electrodo de fuente conectado a masa a través de una re-

[ ——

30

sistencia de fuenie 38. ILa resistencia 38 estd derivada

8-6-68 . : ‘-6 -
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a masa para las frecuencias de sefial a través de un con-

densador 40. Una sefial de television recibida que aparez-
ca en los terminales de salida del circuito supresor 20

es acoplada a través de una inductancia de sintonia 42 =
5 del selector 24 y un condensador 44 al electrodo de entra
da de primera puerta 30 del transistor 26. La inductancis
42 estd sintonizeda para resonar con un condensador 46 y
la capacidad dispersa del circuito y 1la capacidad de en——
trada del transistor 26 a la frecuencia de sefia) deseada.
10 El primer electrodo de puerta 30 estd conectado a masa a

través de una resistencia 48, Un circuito divisor de ten—

gsién para establecer la polarizacidn del segundo electrodo
?dg puerta 32 del trangistor 26 incluye resistencias50, 52
¥y 54 que estdn conectadas, respectivamente, entre un ma-

15 - |nantial de potencial de excitacién (designado oon el ter-

‘minal B+) ¥ un conductor de CAG 56, y una resistencia 55

‘conectada entre masa y la unidn de las resistencias 50 y
i

:52. El conductor de CAG 56 es devuelto para la ¢.c. & ma- -

!
i
1

sa a través de un manantial de CAG 58 (fig. 1b). Como des

i

20 !cribiremos luego, la resistencia 54 se usa también para -
iajustar el retardo del control automdtico de ganancia en-
iel amplificador de RF 10 y acoplarle un voltaje de CAG. -

;Una resistencia de aislamiento 62 estd conectada entre el

isegundo electrodo de puerta 32 del transistor 26 y la --

25 %unién de las resistencias 52 y 54. Ia derivacién para las

1

'geffales de RF viene dada por condensadores 64 y 66 conec—

gtados entre maga y los terminales extremos respectivos de
i
'1a resistencia 62,

La seiiales que son amplificadas por el amplifi-

cador de RF 10 se desgrrollan eh un circuito de galida -~

30
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| electrodo de salida 34 y masa, y pueden sintonizarse a - |

5O rent VoM rmr———— v i tmm—rAm S 1ae Sy 1

- e

resonante en paralelo 68 conectado efectivimente entre el

la frecuencia de una seiial deseada a recibir. El cimuito
de salida 68 incluye un condensador 70 en paralelo efec-
tivemente con una inductancia 72 del selector 24, Es su-
minigtrado potencial de funcionamiento Bi al elecirodo -
de salida 34 del transistor 26 por medio de une resisten-
cia T4 de deéacoplo de seflales conectada entre un exire-
mo de la inductancia 72 y la unidn de las resistencias - |

i
50 y 52 en el circuito divisor de voltaje de B+. Ie indug

tancia 72 es devuelta a masa a ftravés de un condensador -
. o f

76 de derivacidn de las sefinles. Un condensador 78 de dg ,
. f

rivacidn de las sefiales estd conectado también entre masa

¥ la unién de las resistencias 50 y 52. i

las sefiales procedentes del circuito de salida |

1

| 60 del amplificador de RF son acopladas inductivamente -;

.

al circuito 80 de entrada de sefial del paso mezclador 12.;
El circuito de entrada 80 incluye una inductancia 82 del
selector 24 y puede también sintonizarse a la frecuencia |

de una sefial a recibir. El mezclador 12 opera conjunta-—-

nente con el oscilador local 14 para producir una sefial
de frecuencie intermedia correspondiente en su salida ig?
dicada en el.terminal 84, en respuesta a uné gefial de TV?
aplicada desde el amplificador de radio-frecuencia 10, ;
Con referencia, ahora, a la fig. lb, los dia-
grames esquemdticos de circuito ilusirados en ella son

representativos del circnito "de acoplamiento" 90; pasos:

primero, segundo y tercero amplificadores de FI de video,

92, 94 y 965 circuitos de utilizacidn indicados por el -

bloque 98; y un manantial de CAG 58,

-3 -
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cdor 92 de frecuencia intermedia. El amplificador 92 in-

 transigtor 104 estd conectado a través de una resisten—-

e et o e

La gefial resultante de frecuencia intermedia i

es acoplada desde la salida del mezclador 12 (fig, 1la)
por medio del conductor 102 a la entrada de un eircuito
90 de acoplamiento entre pagos de paso de banda (eircul-
to de acoplamiento) que incluye supresores adecuados para

las sefiales indeseadas y que precede al primer amplifica-

oluye un trangistor 104 de doble puerta aislada de canal
N de efecto de campo que tiene elcetrodos de puerta pri-
mero y segundo 106 y 103, un electrodo de fuente 110, un
electrodo de salida 112 y un electirodo de subsirato 114,
El transistor 104 estd conectado en confisura-
cibn de fuente comin, con el electrodo de substrato 114
conectado al electrodo de fuente 110. El electrodo de -
fuente 110 estd conectado a masa a través de und resis—-
tencia 116 que estd derivada a masa para las frecuencias
de sefial por un condensador 118. Se hace una concxidn -
desde la salida del circuito supresor 90 al primer elec-
trodo de puerta 106 para aplicacidn de la sefinl de fre-

cuencia intermedia a amplificar a la entrada del primer -

amplificador de FI 92. El electrodo de salida 112 del —- |

cia 120 en serie con un circuito de carga de salida 122 |
¥y una resistencia de desacoplo 124 a una fuente de poten
cial B} de funcionamiente fijo. Ta red 122 incluye una -
resistencia 126 en paralelo con una inductancia 128. El
extremo de la inductancia 128 alejado de la resistencia
120 estéd acoplado a masa para las frecuencias de 1as ge-
fiales por medio de un condensador 130. Ia inductancia -

128 estd sintonizada para resonar con las capacidades -

-9 -
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pardsitas del ecircuito, la capacidad de salida del tran-
sistor 104 y la capacidad de entrada del transistor suce-

sivo 144, Ia polarizacidn y el acoplo de un volitaje de -

|CAG al segundo electrodo de puerta 108 del transistor —-

104 se establecen por conexién del electrodo de puerta -
108 a ia union de las resistencias 132 y 134 que estdn -
coneetédas en serie entye‘el conductor CAG 56 y la unidn
de la resistencia 124 y el_circuito 122.’El segundo elec~
trodo de puerta estd acoplado también a masa a través de

un condensador 136 de derivacidn de las sefiales. Como se
c.c. 2 masa a través de la fuente de CAG 58. A lag fre--
plado a masa por medio de un condensador de derivaciodn -

138.

Ia sefial de frecuencia intermedia amplificada

desarrollada en el circuito de carga de salida 122 es —-

conectado en configuracidn de fuente comin en el segundo
laplificador de FI de video 144, Bl electrodo de substrato
1146 del transistor 144 estd conectado al electrodo de —-
ifuente 148 y luego a masa a través de resistencias de --

gfuente conectadas en serie 150 y 152. Las resistencias -

4
!

rlas sefiales por medio de un condensador 154. EL electrodo

:de salida 156 estd conectado por medio de una resistencia :

5

menciond antes, el conductor de CAG 56 estd devuelto para |

cuencias defas gefiales, el conductor de CAG 56 estd acow-

%acoplada, por medio de un condensador 140, al primer eleg

‘150 y 152 esténderivadas & masa para las frecuencias de -

= 4 ‘n :'2 V” l%

e A s e

N TR P

trodo de puerta, de entrada, 142, de un transistor 144 det

gdoble puerta, aislada, de canal W, de efecto de campo, -

{158 en serie con un circuito de carga de salida 160 y una

iresistencia dé desacoplo 162 con el terminal B+. El cir-

=10 -
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. unién de la resistencia 162 y el circuito 160 para sumi-

173 de derivacidn de las sefiales estd conectado entre el

una inductancia 166. El extremo de. 1a inductancia aleja~

do de la resistencia 158 estd acoplado a masa para lag -
frecuencias de sefial por un condensador 168. Ia induetan
cia 166 estd sintonizada para resonar con la capacided -
pardsita del eircuito, la capacidad de entrada del trane
sistor sucesivo 192 y la capacidad de salida del transig
tor 144, Ia polarizacién y el acoplo de un voltaje de CAG
al segundo electrodo de puerta 170 del transistor 144 se
establecen por la conexidn del electrodo de puerta 170

con la unién de las resistencias 172 y 174 que estdn co-
nectadas en serie entre el conductor de CAG 56 y la uniédn

de la resigtencia 162 y el circuito 160. Un condensador

segundo electrodo de puerta 170 y masa. Una resistencia

175 estd conectada entre el electrodo de fuente 148 ¥y la

nigtrar corriente a las resistencias de fuente 150 y 1523
¥ para mantener un voltaje dado desde el primer electrodé
de puerta al electrodo de fuente.

El dnodo 176 de un diodo 178 estd conectado al
primer dlectrodo de puerta 142 del transistor 144 y el -
primer electrodo de puerta 142 estd conectado a masa a -,
través de una resistencia 180: El cdtodo 182 del diodo -
estd conectado al segundo electrodo de puerta 170. Como
describiremos luego, el diodo 178 actﬁa.como capacidad
veriable de CAG en derivacién con la caﬁacidad de entra-
da del primer electrodo de puerta 142 del transistor --
144, Un segundo diodo 184 estd conectado entre el segun

do electrodo de puerta 170 y la unidn de las resisten--

- 11 -
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40

es tal que su cdtodo esté conectado al segundo electrodof
de puerta 170,

La sefial de frecuencia intermedia amplificada
desarrgllada en el circuito de carga de salida 160 es acg
plada,'por medio de un condensador 186, al primer electrg
do de puerta de entrada 190.de un transistorl9? de efecto
de campo de canal N, de doble puerta aisglada, en el ter-
cer amplificador de FI de video 96. El transistor 192 es-
té conectado en configuracidn de fuente comin con el elec
trodo de substrato 194 conectado al electrodo de fuente
196. El electrodo de fuente 196 estd conectado a masa a
través de una resistencia 198, Ia resistencia 198 estd -

derivada a maesa para las frecuencias de sefial por un con

densador 200. El electrodo de salida 202 estd conectado -

a través de una resistencia 204 en serie con un circuito

i de carga de salida 206 al terminal Bi. Bl circuito 206 -

11

I
t inecluye una resistencia 208 en paralelo con el primario

;210 de un transformador 212 de acoplo de las sefiales. ILa

i
gpolarizacién para el gegundo electrodo de pusrta 214 del

;transistor 192 es por la conexién del segundo electrodo
H

i} B

{ de puerta 214 a la unidn de las resistencias 216 y 218 ~

'I i
ique estdn conectadas en serie entre el terminal Bl y masa.

§Una ragistencia 220 estd conectadé entre los electrodos

éde puerta primero y segundo 190 y:214 ¥y una resistencia -
é 222 estd conectada entre el primer electrodo de puerta y §
masa. Un condensador de derivacidn 223 estd conectado en--i
tre el segundo electirodo de pusrta 214 y masa. En la reafé
lizacién ilustrada, no se aplica CAG al tercer amplifica-

‘dor de FI.
| ' - 12 -

cias de fuemte 150 y 152; la polarizacién del diodo 184 [k
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Ia sefial de FI amplificada desarrollada a té -
vés del primario 210 del circuito 206 de carga del tran-
sistor 192 es acoplada por medio del secundario 224 del
transformador 212 a los deseados circuitos de utilizacidn
5 indicados por el blogue 98 y que pueden incluir los cir-
cuitos restantes de un receptor de televisidn. En cual-—-

quier caso, log circuitos de utilizacidn incluyen medios

' (mostrados como bloque de manantial 58) para desarrollar

iuna sefial de control automitico de la zanancia en funcidn
10 ;del valor de la sefial recibida,
En el caso presente, el circuito de desarrollo
del control automitico de la ganancia proporciona un vol-

'
taje negativo en un terminal de conductor 56 del CAG gue

:tiende a hacerse mds negativo al aumentar el valor de la
15 ‘gefial,

Con referencia, ahora, a las figs. la y 1lb, se
‘describird en lo que sigue el funcionamiento de los pasos

%de amplificador con control de ganancia mostrados en ellas

H

i Se na observado que con el segundo electrodo de
|
H
+

20 ipuerta de un transistor de efecto de campo de puertas ais

{
i

éladas polarizado en un senbido que d¢é mdxima gBnancia, el
jdispositivo muestra une rezidn de ganancia casi constante

]

ia medida que el voltaje aplicado al segundo slectrodo de
‘puerta se aumenta mds en dicha direccidn de polarizacién,

25 éSobre esta zona, la {ransconduciancia (gme) del segundo -

;electrodo de puerta al electrodo de salida eg sustancial-
i

mente cero y no hay cambio efectivo de la transconductan-

jcia (gm1) del priner electrodo de puerta. Por ejemplo, pa

ra un transistor de 1MOS de doble puerta RCA tipo experi--

30 .mental TAT149, esta zona de fmo CCTO S€ ha visto que ocu-

8-5-68 | | - 13 -
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rre en la regidn de 42 a +10 voltios c.c. para frecuencias
de RF de TV y de & 4 & +10 voltios c.e. para frecuencias
de FI de TV, Usando el TAT149 como elemento activo en el

amplificador de RT mostrado en la fig. la, y sin voliaje

de CAG aplicado, es decir, con el conductor 56 de manan--
tial de CAG puesto & masa, pueden elegirse valores adecua-
dos para el potencial de funcicnamiento BY, resistencia de
fuente 38, y~resistencias diviesoras 50, 55, 52 y 54, para

polarizar el amplificador para méxima ganancia con el se—

gundo elgctrodo de puerta & un.potencial de aproximadamen

te +8 voltios c.c. Correspondientemente, usando un tran--

gistor de }MOS de doble puerta RCA del tipo experimental -

TA 7149 como elemento activo en los pasos auplificadores —;
|
de FI primero y segundo 82 y 94 que han de ser controlados:

en ganancia (fig. 1b), los transistores 104 y 144 cstbn -

polarizados para mixime sanancia con el respectivo segun- '
!
do electrodo de puerta 108 y 170 cada uno a un potencial

gde +4 voltios c.c. Ahora, con el conductor de CAG 56 no -

%puesto a masa y bajo condiciones de sefial débil (valor pe

lquefio), el amplificador de RF 10 y los amplificadores de |
i

%FI 92 y 94, estarén funcionando normalmente a mdxima ganan
jcia con poco voltaje CAG o con voltaje CAG cero realimen-
itado desde el manantial 58 de CAG. A medida que se aumenta

i
1
:el CAG aplicado, es decir, se hace negitivo, en respuesta

- - ————— ot = An et

;a un aumenso en el valor de una sefial de TV recibida, el

voltaje de polarizacidn de c.c., resultante sobre los se— :

.

‘gundos electrodos de puerta de los transistores 32, 108 y

S

170 en los respectivos pasos amplificadores de RF, primero

de FI y segundo de FI, 10,,92 y 94, disminuye correspon--

dientemente. Con una disninucién en el potencial de pola- :

% - 14 -



cia de los pasos amplificadores de- FI primero y segundo,

92 y 94, comienza a caer rédpidamente y gisue una accidn
de CAG normal. El paso de amplificacidén de RT 10, entre

5 tanto, mantieﬁe su ganancia bastante constante, ya qué el
voltaje de polarizacidn sobre el segundo electrodo de —-—
puerta 32 del transistor 26 de RF era mayor desde el prip
cipio. En el ejemrlo dado, a frecuencias de radio y IV,
la reduccidén de la ganancia en el amplificador de RF no
10 se iniciard hasta que el voltaje de CAG haga que el poten

cial en el segundo electrodo de control de puerta 32 cai-

ga a menos de +2 voltios. Serd evidente que en el presen-

ite sistema, bajo la influencia de un voltaje comin de -~
CAG, puede conseguirse una reduccidn sustancial de la ga-
15 | nancia en los pasos amplificadores de FI antes de que la

ganancia del amplificador de RF comience & bajar. lLa mag

. nitud del retardo comunicado al CAG del paso amplificador

;de RF puede variarse desde cero en un extremo, hasta re-

f‘ardo completo en el otro extremo, simplemente por cambio
20 i del potencial de polarizacidn inicial en el segundo elecf

§trodo de control de puerta. | |

; En el primerc y en el segundo pasos amplifica-
dores de FI 92 y 94 ilustrados en 1a fig. 1b, el valor de

' 1a resistencia de fuente 116 en el primer amplificador de

25 ' FI 92 se elige de modo que sea mayor (del orden de 100

f ohmios) que el de las resistencias de fuénte 150 y 152

i conectadas en serie (resistencia total del orden de 50
ohmios) del segundo amplificador de FI 94.
Sin voliaje de CAG aplicado, los pasos amplifi

30 ' cadores de FI primero y segundo, 92 y 94, operan en conw

8-6-68 | - 15 -
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: 508 amplificadores, Ademds, la polarizacidn sobre el se~

! sistencia 175 conectada entre el electrodo Ge fuente 148

; te del segundo paso de FI vaya a cero bajo la influencia

1

Giciones casi ilddntioms para mixime gonancia. Bn reé%gééfii

ta a un voltaje de CAG aplicado 2 los electrodos de puer-
ta segundos de los pasos amplificadores la corriente de -
salida a fuente y la transconductancia del segundo ampli
ficador de FI 94 disminuyen con mayor rapidez que las del
primertamplificador de FI 92, haciendo asi que caiga la
ganancia del ségundo amplificador de FI 94 mds deprisa -
que la del primer amplificador 92, Ia diferencia en la -
velocidad de disminucion de la corriente de salida a fuep
te entre los dos pasos amplificadores de FI se debe a 1los
diferentes valores de resistencia de fuente que inyectén

diferentes cantidades de degeneracidn de c.c. en los pa-

gundo paso amplificador de FI a mdxima ganencia se aumen-—
ta por medio de una cantidad controlada de corriente ali

mentada a la resistencia de fuente 150 a través de la re

del transistor 144 y la resistencia 162 de desacoplo de -
i
B,

Para impedir que la corriente de salida a fuen

del voltaje de CAG, llevando de este modo la salida del

segundo amplificador de FI a un valor inferior al requeri
do para excitar el amplificador de I'I 96, tercero y final
& plena salida, es desesable conectar un diodo "recogedor!

184 enire el segundo electrodo de puerta 170 del segundo

transistor 144 de amplificador de FI y un punto de refe-
rencia para c.c., tal como masa o 1la wnidn de las regis-
tencias de fuente 150 y 152 como se nuestra en 1a fig. -

1b, Ia cafda de voltaje de c.c. que aparece a través de

T = 16 =
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la resistencia 152 de fﬁente por la corriente de eleé%god
de salida a lectrodo de fuente del segundo transistor de

PI 144 proporciona una polarizaciéé inversa sobre el dio-
do 184. El diodo 184 permanecerd polarizado en sentido in
5 verso & menos que el voltaje de control de CAG sobre el -
segundo electpodo de puerta 170 exceda en sentido negativg
al voltaje desarrollado a través de la vesistencia de fuepn
jte 152, con lo cual el diodo recogedor 184 conducird y fi
jard el segundo electrodo de puerta 170 al voltaje desg--
10 !rrollado a través de la resistencia de fuente 152. Bsto -
sirve para impedir que el voltaje de control de CAG del -

segundo electrodo de puerta 170 del transistor 144 exceda

ien sentido negativo de un valor predeterminado para méxi-
gma atenuacidén de sefiales de CAG que porporcionard suficien
15 ;te ganancja méxima del segundo amplificador de FI para ex
citar adecuadamente el tercer amplificador de FI a plena

4
!
i

fsalida. Se observard que el diodo recogedor 184 girve tap
;bién para impedir que el voltaje del gsegundo electrodo —
f170 se haga suficientemente negativo con respecto al vol-
20 gtaje del primer electrodo de puerta 142 como para hacer -
jque conduzca el diodo semiccnductor 182. Esf6 agegura que
i el diodo 182 permanecerd polarizado en sentido inverso -
épara los efectos de los cambios de capacidad que describi
;remos en lo que sigue.'
25 » Con referencia, ahora, a la fig. 2a, se ilus—-
tra en ella la curva de respuesta .caracteristica del vol
taje normal en funcidn de la frecuencia obtenida en la -
salida de una seccidn de FI de un receptor de TV, Como se
indica por X, la respuesta a la portadora de video de FI

30 es aproximadamente 50% menor de la mdxima resnuesta de -

8-6-68 ! -17 -
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]
Ndeo (X) desde la parte alta de la curva de respueste (fig.

‘0 (M
paso de banda, Con el receptor funcionando en condicione:
de sefial fuerte, en que la atenuacidn total de los ampli-
ficadores de FI de la seccidn, debido al volbaje de CAG -
a@licado, es aproximedamente 10/db y meyor, ésta es una -
respuesta caracteristica.

© sin embargo, en condiciones de sefial débil, en
que los amplificadores de FI son hechos funcionar desde -
atenuacidn de sefial de 10 db & mdxima ganancia, es desea-
ble desplazar la respuesta global de la seccidén de FI hag
ta que la caracteristica de paso de bvanda en la salida -
sea como se muegtra en la fig. 2b. El efecto de favorecer
la portadora de video (X) como se muestra en la fig. 2b -
es el de acentuar la sefial de video 2 baja frecuencia, me-
jorar la estabilidad de la sincronizacidn y reducir el -

ruido al minimo. Ahora, para desplazar la portadora de vi

2b) hacia abajo de la pendiente del lado de la derecha de

:la curva (fig. 22) cuando se aplican los primeros 10 db

;de CAG, es necesario desplazar la respuesta de un paso o

§pqsos de FI hacia abajo en frecuencia. Esto puede reali--
%zarse aumentado la capacidad en shuht asociada con los ciﬁ
Ecuitos de la carga de salida de uno de los pasos de FI del
éreceptor.

§ Con referencia, ahora, & la fig, 1lb, se muestra
‘%en ella un diodo semiconductor 178 conectado entre 10s —-
%electrodos de puerta primero y segundo 142 y 170 del se——
‘gundo transistor de FI 144. El diodo estd polarizado en -
'gentido inverso por la polarizacidn normalmente positive

aplicada al segundo electrodo de puerta 170. Guando el -

voltaje del segundo electrodo de puerta se reduce desde —

- 18 =
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su estado de polarizacidn inicial debido a un voltaje del;
CAG aplicado al mismo, se aumenta la capuacitancia del dig
do. Este aumento de capacitancia aparece en derivacidn -
con la capacidad de centrada del primer elcctrodo de puer-
5 ta 142 y el circuito de carga de la salida 122, cambiando
de este modo la frecuencia de resonancia del circuito 122
de carge de salida del primer amplificador de FIL 92 y he-
ciendo que la banda de paso del amplificador se desplace
a una frecuencia menor y produciendo la alteracidn de-la
10 caracteristica general de respuesta de la seccidn de FI,
cono se nuestra en la fisg. 2b,

La presente solicitud que corresponde & la pre-

'senfada en Hstados Unidos de América, con fecha 12 de Ju-
|
‘nio de 1.267, bajo el numero 645.452, se acoge a los beng
15 ificios del articulo 51 del vigente Estatulo de la Propie-
i

idad Industrial.

;
|
20 |
i
} "'HOTA"‘
|
i
!
25 ;
} Los puntos de invencidn, propia.y nueva, que se
‘presentan para que sean objelo de esta solicitud de Paten
te de Invencidn en Zspaiia por VBINLE afios, son los siguieg_'
tes:
30 l2,.~ Un disnositivo de control de ganancia au-

8-6-68 ‘ ’ - 19 -
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uno o mdg pasos de traslado de las saﬁales que oomprenden
dispositivos transistores de efecto de campo de doble —-

puerta, teniendo dichos dispositivos transistores una ca-
5 racteristica;.de ganancia en funcidn del volitaje, del se--
gundo electrodo de puerta, en la que la ganancia de dicho
paso es sustancialmentve constante sobre una vrimera gama

de voltajes del segundo electrodo de puerta, y en la cual
la ganancia de dicho paso disminuye sobre una segunda ga-
10 na de volbajes del electrofo de purerta segundo, compren—
diendo dicho sistema un menantial de voliaje de control -
de la ganancia que awnenta en un senitido de polaridad pre
determinada en respuesta a los aumentos en el valor de und
sefial recibida, caracterizdndose dicho sistema por medios
- 15 ' para pqlarizar a dicho transistor en dicha primera gzama —
de voltajes del segundo electro@o e puerta; medios de -~

!circuito que acoplan dicho manaptial de voltaje de con—-
trol de la ganancia con dicho segundo electrodo de pusrta

del transistor a una magnitud que hagza que el voltaje so-
20 bre el mismo varié sobre dichas samas primera y segunda;

i respechivamente, en respuestia a aumentcs en-el valor de -
:las sefinles aplicadas a dicho cirecuito de entbrada.

28,~ Un dispositivo segin la reivindicacidn 1o
- ’

en el cual dicho recepior incluye ademds una pluralidad -

25 Ede otros pasos de traslacion de sefiales controlados en g8
,nancia, caracterizado porque dichos pasos estdn polariga
‘dos de modo que un voltaje de control de la ganancia de -
un valor suficiente para polarizar a dicho dispositivo w—
" transistor en dicha primera gama Ge voltajes de segzundo -
30 electrodo de puerta disminuya l2 ganancia del otro de di-
8-6-68 ' - 20 -
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to ulterior en dicho voltaje de control de la ganancia dig
minuird la ganancia de dicho dispositivo transictor y de
dichos otros pasos de control de la ganancia.

38.- Un dispositivo segin la reivindicacidn 28,

ten el cual dichos pasos de traslacidn de sefiales son am--

iplificadores de sefiales de radio, y dichos otros pasos de
?traslacién de sefinles de control de la ganancia son ampli
%ficadores de frecuencia intermedia, caracterizado porque

ial menos uno de dichos pasos amplificadores de frecuencia
§inﬁermedia tiene un diodo acoplado a su electrodo de con-
i _
?trol de ganancia de modo que limite la magnitud del volta-
ije de control de ganancia acoplado 2 é1 a un valor prede-

‘terminado.
|
‘ 42,- Un dispositivo de control automdtico de g2

;nancia segun la reivindicacidn 22, en el cual dichos otros-

‘pasos de traslacidn de sefiales de control de ganancia com-
.prenden una pluralidad de pasos amplificadores-.de frecuen
écia intermedia conectados en cascada para tratar sucesiva
?mente una sefial de frecuencia intermedia acoplada a ellos
|

~desde dichos medios de traslacidn de sefiales, yendo prece
’diﬂo uno de dichos pasos amplificadores por otro de dichoJ
;pasos amplificadores que btiene un circulto de salida sin-
“tonizado a una banda de paso de frecuencias deseada, in--
‘eluyendo dicho primer paso emplificador un segundo tran-é

gistor de efecto de campo de puerta aislada que tiene un
;electrodo de fuente, un electrodo de salida y primero y‘-
' gegundo electrodos de puerta; estando dicho segundo tran—
rsistor conectado en configuracidén de electrodo de fuente
;comﬁn con un circuito de entrada de seilales entre dichos

- 21 -
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electrodo de puerta primero y electrodo de fuente; medioshhNld

de acoplo de sefiales conectados entre dicho segundo cir—-1
cuito de entrada de sefinles de transistor y dicho circui-
to de salide sintonizado del otro paso amplificador; me-
5 dios que acoplan dicho voltaje de control de ganancia con
dicho ;egundo electrodo de puerta del segundo transistor;
medios para polarizar dicho segundo transistor de modo -
que se haga‘que su ganancia disminuya en respucsta a au-
mentos en la magnitud de dicho voltaje de control de la -
1.0 ganancia; y caracterizado por un diedo semiconductor co-
nectado entre dichos electrodos de puerta primero y se——

. gundo del segundo transistor, teniendo dicho diodo tal -

polaridad que quede polarizado en sentido inverso por di |

cho voltaje del segundo electrodo de puerta de modo que -

15 exhiba una capacidad efectivamente en paralelo con dicho

circuito de salida sintonizado, obligéndose a diche capa
cidad exhibide a aumentar con el aumento de la magnitud
de dicho voltaje de control de la genancia, desplazando ~;

1 1

de este modo hacia abajo en frecuencia la banda de paso -

20 de dicho amplificador.

; 58,- Un dispositivo segin la reivindicacidn -
48, caracterizado porque un segundo diodo estd acoplado

‘al segundo electrodd de puerta de dicho segundo transis-

! tor y estd polarizado para limitar la magnitud de dicho

25

voltaje de control de la gananecia aplicado a é1 a un va-

lor predeterminado, ]
68,~ Un dispositivo de control de ganancia au-

tomdtico para receptores de sefiales de radio,

Tal v como se ha descrito en la llemoria que ap

30 | tecede, representado en los dibujos que se acompalian y -

1 st
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pare los fines que se han especificado,
La presente llemoria congta de veintitres hojas

egseritas a miquina por una sola de sus caras.
q b

Madrid, ¢ Odﬂ-w

POAO
Albar

: 8—6"68/RTAO -
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